














岸 田 貴 司
領層欠陥 は､原子面の積み重ねの順番が狂 う面欠陥であり､ダイヤモ ン ド型､閃亜鉛





本研究は､光励起状態を調べる第 1段階 として閃亜鉛鉱型 半導休 GaP(111)面の積
層欠陥の電子状態を調べることを目的 とす る｡バン ド計算は､tight-binding近似の枠内
で行なった｡ この際､Sと pからなる 4っの軌道を用意 し､異なる原子位置に局在する










陥が周期的に繰 り返す Supercelの系とただ 1っの面欠陥を含む (2っの)半無限系 とを
考察 した｡前者は単位胞の大 きな 3次元結晶のバ ン ド計井 として､後者は Green関数に
よろ散乱理論の方法で取扱った｡
結果として､積層欠陥近傍に局在す る欠陥状態がみつかった｡･特に､fl点(2次元プ
リルアンゾー ンの中心 )では､価電子帯頂上よりはなれた 2重縮退 した局在状態があり､
また伝導帯端か らもはがれた局在状態があることがわか り､r(ory)偏光の もとで､局在
状悲問の dipole遷移が起 こることがわかった｡
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